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Z}lacza polprzewodnikowe -
przyrzady polprzewodnikowe



Zlacze p-n

Ztgcze p-n Obszar zubozony

{' .
p region / nregion p region " nregion

Tworzy si¢ zlacze p-n Zlacze po utworzeniu

Pole elektryczne na styku dwéch polprzewodnikéow
powoduje, ze prad latwo plynie w jednym Kierunku a
przepltyw w drugim kierunku jest utrudniony.
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Charakterystyka I-V - nieliniowa 4"7
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Tworzenie si¢ zlacza p-n
—* - diagram pasmowy
7iacza

T W stanie rownowagi
‘EC‘H

gradient poziomu
Fermiego jest rowny
o) zerul!

=0

— dE -
dx
(=8

R —.




Diagram pasmowy zlacza p-n w stanie rownowagi
termodynamicznej

P- typ ‘_I N -typ
pu

|4 (Ing ) — prad dyfuzyjny elektronowy (dziurowy)

|, (I,y) — prad unoszenia elektronowy (dziurowy)

V,;— potencjal wbudowany



Polaryzacja zlacza p-n
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Potencjal wbudowany

Rownanie Shockley’a
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Prostownik

Jest to uktad, ktory zamienia prad przemienny na prad staty
a) jednopotowkowy b) dwupotowkowy
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Dioda Zenera /
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Efekt Zenera: (a) zlacze p-n silnie domieszkowane w rownowadze; (b)
spolaryzowane napieciem w kierunku zaporowym c) efekt tunelowy z p
do n.




Dioda Zenera
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AMNODA,

(a) (b) (c)

(a) Silnie domieszkowane ztgcze w stanie rownowagi; (b) ztacze spolaryzowane w kierunku
zaporowym : tunelowanie elektronéw z p do n; (c) charakterystyka I-V.

W silnie domieszkowanym zlaczu p-n szerokos$¢ obszaru ladunku przestrzennego jest
niewielka. Jesli napiecie polaryzacji wstecznej takiego zlacza bedzie wieksze od
napiecia Zenera (napiecia przy ktéorym nastepuje gwaltowny wzrost pradu na skutek
jonizacji atoméw w obszarze zubozonym), to krawedz pasma walencyjnego obszaru
typu p znajdzie sie wyzej niz krawedz pasma przewodnictwa obszaru typu n. Dlatego
jesli elektron znajdujacy sie w pasmie walencyjnym w obszarze typu p przejdzie przez
obszar tadunku przestrzennego do obszaru typu n, to bez zmiany energii stanie sie tam
swobodnym nosnikiem — elektronem znajdujagcym sie w pasmie przewodzenia
polprzewodnika typu n. Takie przejscie nazywane jest przejsciem tunelowym.

Efekt tunelowy (dominuje w ztaczach p-n: Si, Ge gdy V < 4 Egle)

przebicia



Dioda Zenera - charakterystyka I-V.
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D - d I - elektrony
100a lawinowa p uzyskujg energie
aby kreowac pary elektron-dziura

\\ przez zderzenie nieelastyczne
& n
> 6 Egle)

Powielanie lawinowe (V ,,epicia

Jesli napiecie polaryzujace jest odpowiednio duze (a wiec obszar
zubozony szeroki), to no$niki przechodzace przez obszar zubozony
uzyskuja duzg energie. Zderzajac sie z wezlami sieci krystalicznej (z
atomami) przekazuja Im czes¢ swojej energii, co powoduje przejscie
elektronéw do pasma przewodnictwa, a co za tym idzie réwniez
""utworzenie' dziur - innymi stowy ma miejsce jonizacja. Pojawiaja sie w
ten sposob nowe nosniki, ktére réwniez sa przyspieszane, zderzaja sie z
wezlami sieci, itd. Proces ten nabiera charakteru lawinowego i
nazywany jest przebiciem lawinowym.



http://pl.wikipedia.org/wiki/Jonizacja

